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Crescimento e caracterizaciao de filmes finos multiferroicos de BiFeO3 obtidos por
RF magnetron sputtering
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Como grande precursor dos avangos conquistados na ciéncia dos materiais, podemos citar
os materiais ceramicos avancados, que, com suas propriedades elétricas-dielétricas e
magnéticas, propiciaram condigdes para a criacdo de dispositivos eletronicos que
revolucionaram o mundo, tais como os processadores, memorias, sensores, atuadores,
células fotovoltaicas, entre outros. Com o constante crescimento na demanda por novos
dispositivos, a inser¢cdo de tecnologias integradas em IoT e o avango ao acesso a
informacao, torna-se essencial o desenvolvimento de novos materiais energeticamente
mais eficientes, buscando manter o consumo energético global em niveis compativeis
com a projecao da capacidade de geracdo elétrica. Neste sentido, o desenvolvimento de
novos materiais multiferroicos mais eficientes torna-se estratégico para o progresso
tecnologico. Isto se faz, especialmente, por meio de técnicas de preparo de materiais
avancados, como a deposi¢do fisica a vapor por sputtering do tipo RF, tendo como
objetivo experimental a investigacdo e controle cristalografico, de composi¢ao quimica,
permitindo a sua modulacdo opto-eletro-magnética, buscando a redu¢do no consumo
energético por unidade de operacdo logica. O material multiferroico de composi¢cido
BiFeO3 foi crescido em substratos de Si(100) por RF magnetron-sputtering usando
poténcia de 150 W, pressdo parcial de oxigénio de 7,5X10-5 Torr, fluxo de gas de 60
sccm e temperatura variavel. As caracteristicas do filme obtido foram investigadas e os
resultados de microscopia de for¢a atobmica (AFM) sugerem a formagao de uma superficie
plana, homogénea e com a presenga de estruturas do tipo step-terrace, os resultados de
espessura foram medidos na interface entre filme/substrato ¢ os resultados indicaram
correlagdo positiva entre o tempo de deposicao e a altura do material, a estrutura cristalina
epitaxial do BiFeO3 foi confirmada pelos resultados de difratometria de raios X, tendo
como referéncia o pico de reflexdo (100) do filme. As imagens de microscopia eletronica
de varredura e os mapas quimicos por EDS da se¢do transversal do filme/substrato
indicaram relativa homogeneidade de espessura e de composi¢do ao longo da regido de
deposi¢ao. Considerando a importancia dos parametros de deposi¢do, torna-se
fundamental o avango na investiga¢do da influéncia das condi¢des de crescimento nos
aspectos fisicos, quimicos e morfoldgicos destes filmes, possibilitando o controle de
qualidade para obtencdo de estruturas dopadas de elevada qualidade cristalogréfica,
permitindo assim a andlise de suas propriedades ferrdicas como a piezo e
ferroeletricidades.
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